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 要  旨 
 近年、半導体技術は急速に発展しており、Si の研究はほぼ完成されたもとなっている。一
方、複数の元素からなる化合物半導体は、Si では実現し得ない高性能デバイスを作製するこ
とが可能であり、電子デバイス材料、光デバイス材料として精力的に研究されている。 
Ⅲ-Ⅴ族化合物半導体である GaAs の組成比は 1 対 1 であるが、結晶成長中に両性元素である
カーボンをドープすると、カーボンが As サイトに置換し、伝導型が p 型となる。一方で、MOCVD
等にカーボンをドープして、結晶成長させた C-doped InGaAs は In の組成が上がるとカーボン
が In サイトに置換し、伝導型が p 型から n 型となる事が分かっている。 
しかし、C-doped GaAs 基板上に In を真空蒸着し、熱処理によって作製した C-doped 
InGaAs に対して、In の組成変化に対する電気伝導型への影響については報告がされていな
い。 
 
 本研究では、GaAs、C-doped GaAs 基板上に In を真空蒸着し、熱処理によって作製した
C-doped InGaAs が、結晶成長の時と同様に p 型から n 型へ伝導型が変化するのか、探求す
ることを目的とした。 
 
 手法として、まずラマン測定によって、C-doped と undoped の GaAs を基板にした時、ま
た拡散時間による In の拡散の違いを測定した。C-doped InGaAs の電気伝導型は、C-doped 
InGaAs/C-doped GaAs ダイオードを作製し、I-V 測定を用いる事によって評価を行った。 
 
 ラマン測定によって、拡散時間を増やすと In の深さ方向の拡散が進んでいる事が確認出来
た。また undoped と C-doped GaAs 基板を比較すると、undoped GaAs 基板の方がより拡
散が進んでいる事が分かった。 
 C-doped InGaAs/C-doped GaAs ダイオードの I-V 測定は、ダイオード特性を見る事がで
きた。つまり、真空蒸着によって作製した C-doped InGaAs は結晶成長の時と同様に、伝導
型が p 型から n 型へ変化する事が分かった。 
 
 
